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В настоящее время актуальной задачей является разработка систем 

беспроводной передачи электроэнергии с помощью Nd-лазеров. Поэто-

му, существует необходимость в разработке эффективных фотопреобра-

зователей на длину волны 1,06 мкм. Эффективность кремниевых фото-

преобразователей уменьшается на данной длине волны. Известны фото-

преобразователи [1] выращенные на подложках InP. Но данные подлож-

ки являются дорогостоящими и плохо поддаются обработке. Также, из-

вестны фотопреобразователи на основе метаморфного буферного слоя 

InGaAs, полученные при ступенчатом изменении концентрации In [2]. 

Но такая технология роста достаточно сложна в реализации. 

В данной работе приводятся результаты исследования образцов фото-

вольтаических преобразователей на основе метаморфных буферных сло-

ев InGaAsP, выращенных методом МОС-гидридной эпитаксии.  

Исследуемые образцы были выращены методом МОС-гидридной 

эпитаксии при атмосферном давлении в горизонтальном кварцевом ре-

акторе на подложке n-GaAs. На  подложке растился  буферный слой  

n-GaAs – 180 нм, далее метаморфный буферный слой n-InGaP – 180 нм, 

метаморфный буферный слой n-InGaAsP – 540 нм, активная область  

i-InGaAsP – 1080 нм, покровный слой p- InGaAsP – 360 нм.  С целью ис-

следования спектра фототока и нагрузочных характеристик образцов фо-

топреобразователей на лицевую поверхность структуры был нанесен зо-

лотой омический контакт. Далее, эпитаксиальная структура с омическим 

контактом была расколота на образцы фотовольтаических преобразова-

телей размером 5×5 мм. Со стороны подложки на образцы наносились 

точечные контакты электро-искровым вжиганием сплава InSn. 

Результаты исследования спектра фототока образцов фотовольтаиче-

ских преобразователей на основе метаморфных буферных слоев InGaAsP 

представлены на рисунке 1. Как видно из рисунка, максимум спектра со-

ответствует длине волны 1,06 мкм. 

На основе исследований нагрузочных характеристик приборов уста-

новлено, что напряжение холостого хода составляет 0,53 В, ток коротко-

го замыкания – 22 мА, коэффициент преобразования – 2,9 %, оптималь- 

124



 

Рис. 1. Спектр фототока 

 

Рис. 2. Нагрузочная характеристика образцов  

ное сопротивление нагрузки – 20 Ом. Нагрузочная характеристика пред-

ставлена на рисунке 2. 

Наличие столь низкого коэффициента преобразования можно объяс-

нить слабым растеканием тока по поверхности подложки. Для увеличе-

ния коэффициента преобразования на подложку необходимо нанести 

омический контакт в виде золотой сетки, а также просветляющее покры-

тие на длину волны 1,06 мкм. 

Таким образом, исследованы образцы  фотовольтаических преобразо-

вателей на основе метаморфных буферных слоев InGaAsP. Показана 

возможность создания фотопреобразователей на длину волны 1,06 мкм  

с помощью метаморфного слоя InGaAsP, выращенного на подложке 

GaAs методом МОС-гидридной эпитаксии. 
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